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１．概要（Summary） 

 MEMS技術を活用した Siマイクロ流路デバイスが注目

されている。Si マイクロ流路に機能を付加する構造の一

つに、ナノピラーアレイが知られている。一般的にナノピラ

ーは、スキャロップなく垂直に形成されることが望ましい。

今回、シリコン深掘エッチング装置を用いてマイクロ流路

の加工を検討し、スキャロップが小さい垂直なナノピラー

アレイを有するマイクロ流路の形成ができた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 シリコン深堀エッチング装置 

 走査電子顕微鏡 (SEM) 

【実験方法】 

 シリコン深掘エッチング装置を用いて SF6 によるエッチ

ングステップと C4F8 による側壁保護ステップを交互に繰

り返すボッシュプロセスにより、1 mφのナノピラーアレイ

を有する Siマイクロ流路の形成を検討した。 

 

３．結果と考察 （Results and Discussion） 

Fig.1(a)は、ナノピラーアレイ集積マイクロ流路加工を

行った結果である。Fig.1(a)では、ナノピラーアレイが配

置された直線部分と、ナノピラーアレイのない二又部分が

示されている。Fig.1(b)は、Fig1.(a)中のA-A’部分の断面

の一部である。Fig.1(b)より、Si ピラーは垂直に形成でき

ており、ピラー側壁のスキャロップはピラー寸法（径 1μm

φ、高さ 5μm）に対して十分小さく抑えることが出来てい

ることがわかる。流路の側壁も同様にスキャロップを抑え

て垂直加工が出来ており、良好な矩形流路が形成できて

いる。 

なお、Fig.1(b)のような微細構造をスキャロップレスでの

形成しようとすると、Fig.1(a)の二又部分のようにパターン

のない領域では、針状のブラックシリコンが形成されること

がある。これは SF6でのエッチングステップが十分でなく、

C4F8 による保護膜が残渣となり、これがマスクとなっること

が原因である。今回の加工では SF6でのエッチングステッ

プを適正化することにより、スキャロップの発生を極力抑え

て垂直なナノピラーを形成するとともに、二又部分のブラッ

クシリコンの発生を抑制した形でマイクロ流路を形成する

ことが出来た。 

 

 

 

Figure1. SEM images of; (a) perspective view of Si 

microfluidic channel with nanopillar array, and (b) 

cross-sectional view of nanopillars. 
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